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解答における注意事項 
導き出せと書かれている問題では、必ず答えを導き出す過程を詳しく書くこと。 
  答えだけの場合、正解でも零点とする。 
  答えが間違っていても、導出過程が正しいところまでの点数を加算する。 
 
 
問題１ npn バイポーラトランジスタについて、以下の問に答えよ。 
１－１ エミッタ接地の回路を示せ。 
１－２ 電圧を印加していない時の npn トランジスタのエネルギーバンド図を示せ。 
１－３ 最適な電圧を印加した時の npn トランジスタのエネルギーバンド図を示せ。 
１－４ 電流増幅率とベース領域との関係を述べよ。 
 
 
問題２ p チャネル MOSFET の動作原理について述べよ。 
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問題３ 右図に示すチャネル長L、チャネル幅WのｎチャネルMOSFETのドレイ

ン電流－ドレイン電圧（ID－VDS）特性を導き出せ。ただし、SiO2の膜

厚と比誘電率をdとεr 、チャネル中の電子の移動度をμ 、点ｘでのSiO2内

の電界をE(x)、半導体－SiO2界面での電位をV(x)、チャネルに誘起され

る単位面積あたりの電荷をQ(x)とする。 
 
 
 
 
 
 
 
問題４ インバータについて、以下の問に答えよ。 
４－１ nMOS インバータの回路を示し、動作特性を述べよ。 
４－２ CMOS インバータの回路を示し、動作特性を述べよ。 
４－３ nMOS インバータの欠点を述べ、CMOS インバータの必要性を述べよ。 
４－４ CMOS インバータの構造を示せ。 
 
 
問題５ メモリについて、以下の問に答えよ。 
５－１ DRAM の回路を示し、書き込み方法と読み出し方法を説明せよ。 
５－２ SRAM の回路を示し、書き込み方法と読み出し方法を説明せよ。 
５－３ 下図のMOSFETのドレイン電流－ゲート電圧（ID－VGS）特性とドレイン電流－ドレイン電圧（ID－VDS）特性を、 

（A）の場合は実線で、（B）の場合は破線で描け。また、その理由を説明せよ。 
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 （A）酸化膜中に固定電荷が存在しない場合       （B）酸化膜中に負の固定電荷が存在する場合 
 
 
問題６ パワートランジスタについて、以下の問に答えよ。 
６－１ パワーMOSFET の構造を示し、高電圧が印加できる理由を説明せよ。 
６－２ IGBT の構造を示し、動作原理を説明せよ。 
 
 
問題７ 太陽電池について、以下の問に答えよ。 
７－１ 太陽電池の構造を示せ。 
７－２ 太陽電池の動作原理を説明せよ。 
 


